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" m S o i c z N E ® 

w . 1. PETROY IC , M . M . RISTIC: Badania mikrostruktury półprzewodnikowych materiałów tlenkowych 

Przeprowadzono badania mikrostruktury spiekanych półprzewodnikowych materiałów tlenkowych. Opisano z jaw i -
ska zachodzące podczas spiekania i zaobserwowone metodami metalograficznymi i mikroskopii elektronowej. 

W . R U P N I E W S K I ; J . T O R U Ń : Badania heteroepitaksjalnych warstw GaA s j _^P^/GaA s za pomocą przeSwie-
tleniowej mikroskopii elektronowej 

W artykule opisano opracowaną w Of-JPMP metodykę badania warstw heteroepitaksjalnych GaAs^ 

za pomocą przeSwietleniowej mikroskopii elektronowej oraz przeprowadzono wstępną anal izę defektów występu-
jących w tych warstwach. 

M . B U G A J S K I , A . J A G O D A , L. S Z Y M A Ń S K I : Wyznaczanie wewnętrznej sprawnofci kwantowej rekombinacji 
promienistej w monokrystolicznym G a A s z pomiarów fotoluminescencji heterostruktur G a A s - A I ^ G a ^ ^As 

Badano fotoluminescencję heterostruktur G a A s - A I ^ G a ^ ^As otrzymanych metodą epitaksji z fazy ciekłej. N a 

podstawie anal izy widm i charakteru zależnoSci intensywnoSci iwiecenia od intensywności pobudzenia okreSlono 
wewnętrzną sprawność kwantową rekombinacji promienistej w monokrystolicznym G a A s . Podstawą pracy była 
metoda zaproponowana przez Zh . I . Alferova i współpracowników. 

H. J A S K Ó L S K A , L. W A L I Ś , A . G O Ł K O W S K A : Zdejmowanie cienkich warstw z płytek krzemowych metodą 
utleniania anodowego i rozpuszczania utworzonego tlenku 

W artykule przedstawiono zależnoSć grubości zdejmowanych warstw od sposobu prowadzenia utleniania, o przede 
wszystkim od czasu elektrolizy przy stałym napięciu. W badaniach dobrano optymalne warunki procesu utleniania, 
przy czym stwierdzono istnienie dużej zależności grubości utlenianej warstwy od obecności wprowadzonych 
implantocyjnie fosforu i arsenu oraz brak takiej zależności w przypadku golu, a pradwopodobnie i boru. 

W . JESKE , J . WEYCHER , J . S A D O W S K I : Metody ujawniania, klasyfikacja i ocena struktury defektów typu 
"swirls" w bezdyslokacyjnych monokryształach krzemu, otrzymywanych metodą beztyglowego topienia strefo-

wego 

W pracy przedstawiono wynik i badań otrzymywanych metodą beztyglowego topienia strefowego, bezdyslokacyjnych 
monokryształów krzemu, zawierających defekty typu "swir ls " . Stosując selektywne trawienie chemiczne w po-
łączeniu z mikroskopią optyczną, elektronową mikroskopią skanningową i metodą replik oraz metodą pośrednią, 
tzn. dekorację miedzią, dokonano klasyfikacji defektów wchodzących w skład prążków "swirls", określono 
wpływ czasu trawienia na morfologię jamek oraz wpływ dekoracji miedzią na rozłożenie i zmiany struktury 
defektów. 

H. R U T K O W S K A : Zastosowanie w elektronice tlenku glinu odzyskiwanego ze szlamów powstałych przy trawie-
niu folii aluminiowej 

Przedstawiono metodę otrzymywania tlenku glinu ze szlamów powstałych przy trawieniu folii aluminiowej 
/ 9 9 , 9 9 % A l / , jak również opisano własności ceramiki wyprodukowanej z tego tlenku w porównaniu z ceramiką 
wykonaną z tlenku gl inu produkcji firmy Degussa. 

M . LEJBRANDT: Badanie wpływu miedzi na zmianę współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej spieku 
W - C u 

Badano wpływ miedzi / 5 % , 1 0 % , 2 0 % , 3 0 % , 4 0 % w a g . / n a zmianę wartości współczynnika liniowej rozsze-
rzalności cieplnej spieku W - C u w zakresie temperatur 290 K - 1070 K . Przedstawiono zależność wartości współ-
czynnika liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury i składu chemicznego. 

J . N O W A C K I , K. S Z Y S Z E J : Obudowa światłowodowa półprzewodnikowego wskaźnika cyfrowego 

W artykule omówiono obudowy światłowodowe półprzewodnikowego wskaźnika cyfrowego C Q Y P - 7 0 , wykonane 
z tworzyw sztucznych typu ABS metodą wtrysku. Ok ienka obudowy są wypełnione zalewową żywicą epoksydową 
o własnościach rozpraszających. 
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B. K. HETPOBKH, U. U. PHCTm: UiucpocTpyKTypBoe HccjieaoBaHHe nojiynpOBOAHHKOBUx OKicaos 

OiiHoaHo uHKpooipyKłypHoe HccJiejOBaHue noJiynpoBojHiiKOBux oKicaoB. OroBopeao HBJieiae npoicioaa-

«ee BO BpeHH cneKawui, ocyqeciBSüeuoe npB nouoiHH cBetOBOlt n sjiesTpoBHOtt hbkpockohhb. 
B . PynHEBCKH, H. TOPJHB: 0ooJie«OBaHiw reTepoaniiaKCiaaLHux caoeB GaA8^_jjP^GaAa o noMOiuŁii 

TpaKCHHCCHOHUOrO s j ieKipoHHoro UHKpocKona 

B padoie npeAciaBJieHa ueio^HKa HccnesosaHiifl c noHom>D ipaHCHHccHOBHoro sjieKtpoHaoro unKpocKona 

reiepoanuTaKcaaJiLHLix caoeB . üpoBeaeH npeABapHTeaLmB aHajiaa Buciynamux b oaoHX 

c i p yK i ypHHX ae$eKTOB. 

U. EyrAÜCKÜ, A . flrOSAi DHUAHBCKH: OueHKa BHyxpeHHero KBaaiOBoro BuxoAa uaiy^aiejiBuott peKouöauanu 

B reiepooTpyKiypax GaAa-Ai^GŁ,_^A8 na ooHOse uauepeuM $oioaoíHHeoueHUHH 

HooaeaoBanaoB $OTOJiiiiHHecuaHH«H raTepooipyKiyp GaA8-Al̂ Gâ _̂ 3, no-iyíenmix «leiOAOM «iwkocthoB 
3iniTaKCHii. Ha ocuose auanHsa cneKipoB u xapaKiepa saBBciiuocia BHTeHCHBHOCTB BSJiyqauBfl oí 

ypoBHfl BoaSyxseHflfl onpeseifljicH BuyipeHUHti KBaHioBuíl buxoa BSJiyqaiexbuoti peKOHÖiiuauBB b Ga-As 

OnBcaHuü ueiOA (Sun npeAJioxeB I. H. Aâ pobuh b coipy^HEKaiiB. 

X. HCKyJIBCKA, JI. B A J I H C B , A . rOJIKOBCKA: CuBuauBe ioukbx cnoes b3 KpeuHeBux njiacTBHOK ueioaou 

aEOABoro oKBCAeuBH li pociBopeHHfl oópasytuerocH OKBCJia 

noKaaana aaBBOBuocTB tojiubhu CHBiiaemix caoes ot onoooöa npoBejeBBfl aneKipoJiaaa, raasHwi oöpaaou 

OI BpeueHBH npouecca ajieKipojiBsa npa nociOHUHOu uaipniHeBea. ycTauoBaeHO, n o lojivaiia OKBcaea-

Horo Moa aasBCHT b S H a q B i e n i H o a c i eneaB oí npaoyrcTBifi P b as , BBeaeHHUx ueiofloií BOHHoro 

BHeapeBBH. Ga hb Miieei bbbhbbh aa xoMWBy caoH OKOBfla. 

B. ECK3, K. B30X3P, ü. CAJOBCKH: Ueioflu oöHapyieHBH, ioiacca$BKauBfl « oueha oipyKiypu ae^eKiOB 

THna "swirla"B SeasaanoKauaoHaHX «oHOKpBCTaJiJiax KpeanaH, nojiyweaaux Heioaoii SeaiareiLBoa aonao» 

naaBKOü 

B paôoie npeacTasaeau peayaBiaiu uccjieAOBaaaß öeaAacJiOKauaoaaux aoaoKpaciaJuioB KpeuHHii, coxep-

xanBX Ae^eKTu lana "swiria" , noay^auBux (SeciaraaBaotl aoauoit luiaBKOt). Opaueanfl ceaeKTBBaoe 

xauBvecKoe TpaBJieuHa coBuecio c onia^ecKOil, sjieKipoaaoa a CKaaapymiett MBKpocKonaett, a laKxe 

ueT040H peiuiBK a AeKopapoBaaafi MeaBu, npcaaseASBO KJiaccu$aKaaBS Aa^eKiOB, bxoshiuix b cocías 

"swirls" . OnpeAeaaBO BJUiHuae BpeueHii ipaBJieaafi hb Mop^oaorau nuoK ipasjieaaii, a laKxe saBHaae 

AeKopapoBaHHfl ueABc aa pacnaaeaae a aauaaeHae cTpyKiypaux AcfaKioB. 

X. P/TKOBCKA: npaueueaae b ajieKipoBBKe okbcm ajioiBHafl, BoaBpeqeaBotl aa luiaua nocae ipaBaeBBfl 

aaoiBHeBoA ^ai>rH 

npeACTaBaeao ueiOA noayMeaaH Ai20^ aa u a u a nocaa ipaBaeaafl aauiBaesoä $oaBrB /99,99¡í A l / , 

a laitjce cBoaciBa KepaMBKH cAeaaaaoli as aiott OKaca no cpaBaenao o KepajiaKO« cAeaaaaoß aa Ai^o^ 

npoaaBOAciBa üerycca. 

U. aeüöpaaAi: HccaeAOBaHae Baanaan mbab aa aaMeaaaBa Koa^iameaia lepiíaqecKoro pacnapesan 

ueiaaaoKepaMBMecKoro oiuiasa «-Cu 

HccaeAOBaao BaHHHaa 5%, 10%, 20%, 30%, 'fO% / s e c . / Cu aa aauaaeBBe aaaiaEBfl Koa$$BiflieHTa lep-

MBqeoKoro pacuBpeBBH MaiaaaoKepaxaqecKoro cnaasa w-Cu b npeAeae laiinepaTyp 290 K-I070 K. 

npeAciaBaeaa sasacaiiociB K03$$BiiaeaTa lepuBiecKoro paciBpeaaii oí leunapaiypu a xmunecKOPO 

cociaBa. 

íl. HOBAmcil, K. U E i i : CBeioBOAOBu» Kopnyc noaynpoBOAHBKoro uH^poBoro BHABKaiopa 

B ciaiLe oroBopeBO OBeiOBOAOBue Kopnyca noaynpoBOABHKOBOro OB^poBoro aaABKaiopa cqyp-7o , 

aaroTOBaeBBue aa naaciuacc imna ABS ueiOAOw BnfucKa. OxosKa Kopnyca Bunaaaeau noSiieBBoa 

enoKCBABOit cMoaoit o pacceHBamax cBOüCTBax. 
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w . J . PETROV IC , M . M . R IST IC: Investigation of microstrucfure semiconductor Ox ides 

The microstructure of sintering semiconductor Oxides has been investigated. Thephenom®nons appeorin during 
sintering hove been described. Electron microscopy technique and light microscopy method have been applyed 
for observations there phenomenons. 

W . R U P N I E W S K I , J . T O R U Ń : Investigation of heteroepitaxiol layers G a A s j _ ^ P ^ G a A s by means of transmission 
electron microscopy 

The method of heteroepitaxiol layer GaAs^ ^ P ^ G a A s investigation by means of transmission electron microscopy 

is described. The preliminary results of the structure defect analysis obseved in the layers are g iven. 

M . B U G A J S K I , A . J A G O D A , L. S Z Y M A Ń S K I : Determination of internal quantum efficiency of radiative 
recombination in G a A s single crystals from photoluminescence measurements of G a A s - A I ^ G o ^ ^As heterostruc-
tures 

Photoluminescence of G a A s - A I ^ G a ^ ^As heterostructures grown by liquid phcse epitaxy has been studied. The 

internal quantum efficiency of radiative recombination in G a A s single crystals has been determination from 
the photoluminescence spectra and their dependence on excitation intensity. The method proposed by 
Z h . I . Alferov et a l . was used in this work. 

H. J A S K Ó L S K A , L. W A L I Ś , A . G O Ł K O W S K A : Removal of thin layers from Si l icon wafers by means of an 
anodic oxidation and dissolution of the Oxides formed 

The influence of the wqy of anodic oxidation on the depth of the oxidized layers molnly the influence of duration 
of electrolysis of constant voltage has been pointed out. The optimum conditions for on anodic oxidation process 
has been established. The strong influence of the presence of implanted As and P on the depth of the oxidized 
layers and the lack of this influence in the case of G a hove been found. 

W . J E S K E , J . W E Y C H E R , J . S A D O W S K I : The methods of revealing, clasif ication and evolution of the swirls 
defects in the dislocation-free float-zone Si l icon crystals 

Float zone dislocation-free Si l icon crystals containing swirls have been studied. Anaylse have been preformed 
using a perferential eching combine with on optical microscopy, S E M and TEM /replicas technique/. Part of the 
samples were Cooper decorated. As a result clasification of the defects which create swirls was done. The 
influence of eching time and a Copper decoration on the morphology of etch pits is presented. 

H . R U T K O W S K A : Appl icat ion in electronic the Alumino producted from slime standing up form after-etching 
Aluminium Foil 

The method of Production from after-etching slime / 9 9 , 9 9 % A I / and properties of ceramics based on it 

comparison to Degusso's Ox ide ceramics are described. 

M . LEJBRANDT: Copper influence on the linear thermal expansion coefficient changes of the W - C u sinter 

Influence of 5 % , 1 0 % , 2 0 % , 3 0 % , 4 0 % / b y e i g h / C u on the value of linear thermal expansion coefficient of 
sintered W - C u in the 290K -1070 K temperature has been examined. Thedependenceof linear thermal expansion 
coefficient on temperature and chemical composition was shown. 

J . N O W A C K I , K . S Z Y S Z E J : Light guide package for semiconductor numeric display 

Light guide packages for C Q Y P - 7 0 semiconductor numeric display mode from ABS-type plastics by injection 
method with fill of package windows with casting epexy resin ore discussed. 

http://rcin.org.pl



I N F O R M A C J A D L A A U T O R Ó W 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcji prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2 . Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z in ter l in ią/co drugi 
wiersz/, z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czc ionką. N a arkuszu nie powinno być więcej n i ż 31 
wierszy po Ó5 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . N a marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4 . Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/na leży wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 
artykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać 
tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w j ę zy -
ku polskiti^ rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na częic i a w części końcowej winny być sformuło-
wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu na 
oddzielnie zatytułowane częśc i . 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
i powiększenie należy podować na od/^rocie - ołó//kiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 
łącznie /n ie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając, kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na 
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp. powin-
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar / S I / oraz z i n -
nymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Ajtora . Poprawek na 
stronie nie powinno być więcej niż 5 . 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej ilp^ 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Mater ia łach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 

z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do drukowania w żadnym innym c za s o -
piśmie krajowym i zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania 
się i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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ESSATA 

do nr 3 / 1 5 / " M a i e r i a f d w E i e k t r o n i c z n y c h " 

S t r . 
Wier a r 

o d g6rv 

w i e r s z 

o d d o i u 
J e s t P o w i m c b y ć 

10 1 . • ep i t a c i a l n y c h . . . . e p i t a k s j a l n y c h . . 

39 1 

w t a i s l i -

c y 1) 

. . z a n i c z y a z c z a n i a . . . . z a n i e c z y s z c z e n i a . . 

4 3 17 . . 2 8 p o m o c e ter t ioefB-

t u r y . . 
. . z a p o m o c * t e r m o -

p a r y . . 

1 

5 . . « w a w i a j a , i ® s a on® 

w p r a c y b e r d z i a j p r z y -

d a t n e , n i ź c i e n l o k r y s -

t a t i c z n e w s k a ź n i k i c y f -

r owe ( C W C ) ; z n a c z n i « 

w i ł c e j o g r a n i c z e ń 

n i ż w P W C p o w o d u j e 

m n i e j s z e m o ź l i w o S ć 

s t o s o w a n i a t y c h 

o s t a t n i c h -

. . p o w o d u j ą , ź e p r z e -

w y ż s z e j ł i o n e c i e H f o -

k r y s t a l i c z n e w s k a ź -

n i k i c y f r o w e ( C W C ) , 

k t6 re m a j ^ z n a c z n i e 

w i ę c e j o d P W C o g r a -

n i c z e ń w p i y w c j ę c y c h 

na m o ż l i w o ś c i i c h 

s t o s o w a n i a . 

4 $ 5 . . p rzecho< i z»c p r z e z 

A w i a t i o w ó d u i e g a o d -

b i c i u . . . 

. . p r z e c h o d z ą c p r z e z 

i w i B t / o w d d u l e g a 

w n i m o d b i c i u . . 

47 4 . . w t r y s k i w a r k i 4)1-

m a k o w e j . . 
. . w t r y s k a r k i ś l i -

m a k o w e j . . 

4 9 2 

( w t a b l U 

c y 1 ) 

. . p r z y 1 M c / s e k / 

/ 2 3 = C . . 
. . £ p r z y 1 M c / a e k / 

/ 2 3 0 C . . 
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